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摘要(译)

在使用模拟缓冲电路的情况下，要求输入电压加上等于多晶硅TFT的栅
极和源极之间的电压的电压;因此，电源电压增加，因此功耗随着热量而
增加。鉴于上述问题，本发明提供一种耗尽型多晶硅TFT作为多晶硅
TFT，用于诸如源极跟随器电路的模拟缓冲电路中。耗尽型多晶硅TFT在
其负电压侧具有阈值电压;因此，如上所述，不必增加输入电压。结果，
电源电压不需要增加，因此可以实现液晶显示装置的低功耗。
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